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do pé. Uma outra técnica foi aplicada para cbter o
pd de BaTiOy, que consistiu numa reagao de difusio
1o estado sélido do carbonato de bario (BaC03) e do
diéxido de titanio (Ti02) numa relagio estequiométrica
Ba/Ti ignal a 1. Qs pds obtidos foram caracteriza-
dos a partir de técnicas como: DTA, Difragao de Raios
X, Picnometria de hélio e BET. Serdo mostrados re-
sultados da dependéncia da constante dielétrica e do
fator de dissipagdo em fungdo da temperatura de sinte-
rizagio do composto cerimico Bal'i(0y, bem como uma
comparacio destes resultados com as duas técnicas de
produc¢ado dos pos mencionadas acima.
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Amostras de titanato zirconato de chumbo com razdes
Zr/Ti de 49/51, 53/47 e 55/45 foram preparadas pelo
método de Pechini. O método consiste na poliesteri-
ficagio do complexo metakcitrato em meio de etileno
glicol e posterior calcinagdo para eliminagiao da parte
orginica. Foram obtidas amostras puras e sementadas
com 1, 3 ¢ 5% de sementes tetragonal ou romboédrica.
O pé foi compaciado e as pastithas sinterizadas a 1100°
C por duas horas, em um sistema fechado, em atmos-
fera rica em chumbo. O material sinterizade foi carac-
terizado quanto & microestrutura e fases cristalinas®.
Neste trabalho, foi feita a caracterizagio dielétrica das
amostras, medindo-se a capacitancia em fungao da tem-
peratura em amosiras nao polarizadas, usando-se es-
pectroscopia de impedancia complexa. A temperatura
de Curie varia entre 380° C e 400° C para as varias
amostras. A constante dielétrica complexa foi deter-
minada em fungfo da frequéncia nas amostras polari-
zadas (35 kV/cm). As {requéncias de ressonéncia, f,
, ¢ anti-ressonancia, fg, que levam a determinagao do
fator de acoplamento planar, k,, foram obtidas em um
analisador de espectros. O coeficiente piezelétrico, das,
foi obtide por medida direta e concorda com valores
determinados a partir de fr, f; ¢ k,. Os valores dos
pardmetros obtidos comparam-se aos do PZT na lite-
ratura.

“M.A.Zaghete,].A.Varela,C.0.Paiva Santos e E.Longo,
37° Congresso Brasileiro de Cerdmica, Curitiba, PR,
22 a 25 de Malo de 1993.
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Este trabalho faz um estudo tedrico - experimental do
desempenho térmico de uina parede convencionalmente
construida (reboco/ bloco/ reboco) em Salvador-BA.
A temperatura da superficie externa foi medida em
intervalos regulares durante 72 horas em um periodo
sem chuvas e com baixa nebulosidade. Através de um
processo de ajuste de curvas pudemos estabelecer uma
equacgdo para a evolug ao temporal desta temperatura
nesta superficie. Uma vez estabelecida csta condigio
de contorno, resolvemos a equagio de difusio de ca-
lor considerando 3 meios homogeneos de propriedades
térmicas distintas. Os resultados sdo comparados a va-
lores obtidos anteriormente pelos autores, onde foram
utilizadas outras metodologias. Este estudo Lem como
meta o estabelecimento de um método para a deter-
minagdo de propriedades térmicas, tals como o coefi-
ciente de amortecimento e tempo de retardo, de uma
parede construida com materials diferentes.

DETERMINA_QAO DO COEFICIENTE DE
AUTODIFUSAO CATIONICA NO OXIDO
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O conhecimento da autodifusao catiénica no com-
bustivel nuclear /O é de grande importancia para a
compreenssao e controle de numerosos fenémenos de in-
leresse tecnoldgico controlados por difusio, tais como:
sinterizacao, deforinagio mecénica a altas temperatu-
ras, crescimento de grio, densificagao sob irradiagio,
etc. Neste trabalho foi feiia a determinagio do coefi-
ciente de autodifusao catidnica no éxide U, através
do modelo de densificagio térmica de Assmann e Ste-
hle, que se aplica ac terceiro estdgio da sinterizacdo de
éxidos ceramicos. Qs dados experimentais da densi-
ficagao térmica, necessdrios paa o calcnlo do coeficiente
de difusio, foram obtidos através de testes de ressin-
terizagdo de pastilhas de /O3, com 96% da desindade
tedrica, entre 1700 e 1900°C, em vécuo de 10~2Pa. Os
resultados obtidos para a difusdo do uranio no U 04 sao
apresentados, discutidos € comparados com os da lite-
ratura.

Estudo do Tempo de Solubilizacao das
Particulas de MnS no aco Fe-3%Si.
RODRIGUES, V. A.: MONTEIRO, W. A_;
FERREIRA, N. A. M.
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Para aplicagio em niicleo de transformadores, gerado-
res de poténcia e outros equipamentos elétricos, o ago
silicio de grio orientado se caracteriza por apresentar
excelentes propriedades magnéticas na direcao de la-
minag¢do. Seu desenvolvimento é motivado pela cres-
cente produgdo e consumo de energia elétrica e con-
seqliente busca de maior eficiéncta das maquinas, onde
uma consideravel parcela de energia é perdida através
do efeito Joule caracterizado pelas correntes parasitas
e histerese magnética. As chapas de ago silicio de grao
orientado comegaram a ser comercialmente produzidas
em 1945; suas propriedades tém sido continuamente
melhoradas e sua utilizagio é crescente, principalmente
em nicleos de transformadores. Os agos elétricos cons-
tituemn um dos materials mais importantes, utilizados
na forma de chapas laminadas, nos nicleos dos equipa-
mentos elétricos. O precipitado de Sulfeto de Manganés
term como fungdo inibir o crescimento normal do grao
durante o processo de fabricagfio do ago Fe-3%Si. No
recozimento final ocorre um crescimento seletivo dos
grios que ¢ fungdo da orientagdo cristalografica, e re-
sulta em um crescimento anormal dos graos com uma
determinada orientagdo {orientagao de Goss), consu-
mindo os demais. Foi feito o estudo do tempo de solu-
bilizagio do precipitado de Sulfeto de Manganés no ago
Fe-Si 3% em funcio da dissolugao dos precipitados e do
crescimento de grdo, bem como a observagio de pre-
cipitados de MnS por MET, apds tratamento térmico.
Sabe-se que a solubilizagdo dos precipitados de MnS
(inibidores), ocorre a temperatura de aproximadamente
12700C, para este a¢o. Para o estudo do tempo de so-
lubilizagao dos precipitados de MnS, foi feito o trata-
mento térmico nas amostras em um forno resistivo com
atmosfera controlada com as seguintes temperaturas:
1300 e 13500C e tempos de 5, 10, 15 e 20 minutos se-
guido de témpera. A observagdo do tamanho de grao
foi feita por meio de Microscopia Optica e a observagio
dos precipitados de MnS por Microscopia Eletrénica de
Transmissao. Utilizou-se para esta iltima as técnicas,
de réplica de extragao de precipitados e folhas finas. Na
analise dos corpos de prova que foram submetidos a tra-
tamento térmuco a 1300 e 13500C, observou-se o cres-
cimento do tamanho do grio para tempos crescentes.
Este crescimento do tamanho de gréo deve-se ao pro-
cesso de dissolugao dos precipitados na matriz ferritica
e conseqénte liberagdo do contorno de grao.

OTIMIZAGCAO DE PO DE TANTALO PARA
CAPACITORES ELETROLITICOS
I'rneiTtas, D. pE; HoLANDA, J. N. . DB
Faculdade de Engenharia Quimica de Lorena -
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Este trabalho teve, como etapa inicial, a obtengio de
pos de tantalo a partir do processo de redugao por sédio
do sal heptafluor tantalato de potdssio (K3TaF7). Os
pds obtidos apresentaram propriedades fisicas adequa-
das para a aplicagdo na manufatura de dnodos para
capacitores e]etrolfticos, tais como tamanho médio de
particula (1,66 pm) e drea superficial especifica (1,92
m?/g). Entretanto, esses pés apresentaram altos te-
ores de oxigénio, principalmente na forma de éxidos,
que influencia diretamente nas propriedades dielétricas
do capacitor. Frente a esse problema, o presente tra-
balho tem como principal finalidade a otimizagao des-
ses pos tornando-os viaveis para essa aplicagdo. Sao
apresentados os resultados de um estudo sistemadtico,
através de tratamentos térmicos varrendo diversas tem-
peraturas e tempos, visando a deoxidagio dos mesmos.
Estes pés foram caracterizados mediante difracao de
Raios X, Microscopia Eletronica de Varredura e anlise
quimica (teor de oxigénio). Na seqiiéncia, os pds otimi-
zados e os originais (sem tratamento) passaram por eta-
pas previamente definidas de prensagem, sinterizagao
e anodizagdo, obtendo-se finalmente os capacitores de
tantalo. Nesses capacitores foram realizadas as medidas
de capacitancia, fator de dissipagio, resisténcia em série
equivalente (RSE) e carga especifica (ev/g). Os resul-
tados sao apresentados em forma de tabelas e também
graficamente para as diversas temperaturas e tempos
de sinterizagao.

CRESCIMENTO E DETERMINACAO DE
ESTRUTURA DE MONOCRISTAIS DE
BaC’uOg
HERNANDES, A. C.; Lima, C. J. DE; ANDREETA,
M. R. B.; FErraz, M. C. C.; MASCARENHAS, Y.
P.; Basso, H. C.

Instituto de Fisica ¢ Quimica de Sdo Carlos

Cristais crescidos por solugio em altas temperaturas
(fluxo) apresentam impurezas provenientes do solvente
e cadinho utilizados. Com o objetivo de eliminar es-
sas impurezas, monocristais de BaCu(» foram obtidos
a partir de nutrientes estequiométricos , utilizando-se a
técnica de fusio a laser. Cristais de 800 pm de didmetro
e até 15mm de comprimento foram assim obtidos.As in-
tensidades dos feixes difratados pelo monocristal foram
coletadas usando-se um difratémetro automatico de 4
circulos CAD4 e os dados obtidos analisados através
do programa SHELX.Dados cristalograficos: sistema
clibico, grupo espacial Im3ma = 18.24(1)A. A es-
trutura encontrada serad comparada com dados j4 exis-
tentes na literatura obtidos com monocristais crescidos
pelo método de fluxo [E.F.Paulus et al., Journal of Solid
State Chemistry 90,17(1991))].

METODO DE RIETVELD APLICADO AO
ESTUDO DA REACAO DE FORMAGAO DO
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